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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T20230—2006《磷化铟单晶》,与GB/T20230—2006相比,除结构调整和编辑性

改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了适用范围(见第1章,2006年版的第1章);

b) 增加了“术语和定义”一章(见第3章);

c) 更改了磷化铟单晶锭的牌号表示方法(见4.1,2006年版的3.1);

d) 增加了磷化铟单晶抛光片的牌号表示方法(见4.2);

e) 更改了磷化铟单晶锭电学性能的要求(见5.1.1,2006年版的3.2.2);

f) 增加了n型非掺磷化铟单晶锭的电学性能要求(见5.1.1);

g) 删除了磷化铟单晶锭晶向<111>以及其他晶向供需双方协商确定的规定(见2006年版的3.2.3);

h) 增加了磷化铟单晶锭位错密度的要求(见5.1.3);

i) 删除了磷化铟单晶锭无孪晶线的要求(见2006年版的3.2.4);

j) 删除了磷化铟单晶锭直径的要求(见2006年版的3.2.5);

k) 更改了磷化铟单晶抛光片位错密度的要求(见5.2.1,2006年版的3.3.1);

l) 增加了磷化铟单晶抛光片表面取向及基准标记的要求(见5.2.2);

m) 增加了直径150.0mm磷化铟单晶抛光片的几何参数要求(见5.2.3);

n) 更改了磷化铟单晶抛光片厚度、总厚度变化、翘曲度、总指示读数的要求(见5.2.3,2006年版

的3.3.2);

o) 更改了磷化铟单晶抛光片表面质量的要求(见5.2.4,2006年版的3.3.3);

p) 增加了磷化铟单晶抛光片表面颗粒的要求(见5.2.5);

q) 删除了磷化铟单晶抛光片晶向的要求(见2006年版的3.3.5);

r) 更改了试验方法(见第6章,2006年版的第4章);

s) 更改了组批、检验项目、取样及检验结果的判定(见第7章,2006年版的第5章);

t) 更改了标志的要求(见8.1,2006年版的6.1);

u) 更改了包装的要求(见8.2,2006年版的6.2、6.3);

v) 更改了随行文件的要求(见8.5,2006年版的6.5);

w) 增加了订货单内容(见第9章);

x) 增加了规范性附录“磷化铟单晶位错密度的测试方法”(见附录A)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC203)与全国半导体设备和材料标准

化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC203/SC2)共同提出并归口。
本文件起草单位:中国电子科技集团公司第十三研究所、云南鑫耀半导体材料有限公司、广东先导

微电子科技有限公司、有研国晶辉新材料有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司。
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磷 化 铟 单 晶

1 范围

本文件规定了磷化铟单晶的牌号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文

件及订货单内容。
本文件适用于制作光电、微电器件用的磷化铟单晶锭及磷化铟单晶抛光片。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1555 半导体单晶晶向测定方法

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T4326 非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

GB/T6618 硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T6624 硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T13388 硅片参考面结晶学取向X射线测试方法

GB/T14264 半导体材料术语

GB/T19921 硅抛光片表面颗粒测试方法

GB/T26067 硅片切口尺寸测试方法

GB/T32278 碳化硅单晶片平整度测试方法

SJ/T11488 半绝缘砷化镓电阻率、霍尔系数和迁移率测试方法

3 术语和定义

GB/T14264界定的术语和定义适用于本文件。

4 牌号

4.1 磷化铟单晶锭

磷化铟单晶锭的牌号表示方法如下:
□-InP-□()-<>

表示晶向

表示导电类型,括号内用元素符号表示掺杂剂

表示磷化铟单晶锭

表示单晶的生长方法

1

GB/T20230—2022




